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1. はじめに 

 β型酸化ガリウム(Ga2O3)は, 4.5-4.8 eV

という非常に大きなバンドギャップを有する

半導体であり，次世代の低損失パワーデバイス

の実現が期待されている．パワーデバイス応用

のためには，デバイスの耐圧特性を劣化させる

キラー欠陥の低減が重要である．我々はこれま

で(001)面と(010)面でショットキーバリアダ

イオード(SBD)のキラー欠陥を同定してきたが，

今回(011)面[1]に SBD を作製し，キラー欠陥を

調べた． 

 

2. 実験方法 

  (011)面Ga2O3 基板上に HVPE 成長させ,縦

型 SBD を作製し評価を行った．表面には Ni/Au 

にてショットキー電極を形成し，裏面には

Ti/Au でオーミック電極を形成した．高感度

CCD カメラを搭載したエミッション顕微鏡で

ショットキー直下のエミッションスポットを

観察した．その後，シンクロトロンＸ線トポグ

ラフィおよび AFM により，エミッションスポッ

ト位置の詳細解析を行った． 

 

3. 結果と考察 

図 1 は逆方向バイアス−50 V 印加時の

SBD(一辺 1600 μm)のエミッション顕微鏡像で

ある．エミッションスポットが観測され，−36 

μA の大きなリーク電流が測定された．シンク

ロトロンＸ線トポグラフィにより，エミッシ

ョンスポット位置に歪み場が観察された．図

2は，エミッションスポット位置の AFM 像で

あり，結晶粒界で構成された欠陥が観察され

た．この欠陥は(001)面でも観察された多結晶

欠陥[2]と思われる． 

図 1. 逆方向バイアス−50 V 印加時のエミッシ

ョン顕微鏡像. 

図 2. エミッションスポット位置の AFM 像と

断面プロファイル. 
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